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摘要(译)

本发明涉及IPS-LCD器件和制造用于IPS-LCD器件的阵列基板的方法，
其增加高孔径比并提供大且足够的存储电容。由不透明金属形成的公共
线被设计成具有较小的宽度以增加孔径比。像素电极的一部分与公共电
极中的一个重叠，从而形成辅助存储电容器。结果，利用由像素电极的
一部分和公共线的一部分构成的主存储电容器，本发明的阵列基板可以
具有两个存储电容器。可以获得足够和令人满意的电容并且提高孔径
比。
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